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【序論】グラフェンはその優れた特徴からタッチパネル、センサーなど様々な分野への応

用が期待されている。グラフェンの合成は化学気相合成(CVD)法が一般的であるが、基板

上への転写プロセスを伴うことから、無転写の直接合成法の開発が望まれる。これまで

我々は固相反応法による絶縁基板上へのグラフェンの直接合成について報告してきたが、

CVD 法で用いられる一般的な触媒の場合、合成には高温が必要であった[1]。本報では、

CVD 法では馴染みのない新たな触媒を用いた低温での絶縁基板上へのグラフェンの直接

合成を試みた。 

【実験】レーザーアブレーション法を用いて SiO2基板上およびガラス基板上にアモルフ

ァスカーボンを室温成膜し、更にその上に触媒金属を室温成膜した。成膜後、真空中で 200

～250℃での加熱を行った。加熱後、必要に応じて触媒金属を化学エッチングし、ラマン

分光装置、走査電子顕微鏡(SEM)等による膜の解析を行った。 

【結果】250℃で真空加熱を行い化学エッチングした後の試料の光学顕微鏡像、およびそ

のラマンスペクトルをそれぞれ図 1、図 2 に示す。図 1 の島状部位 A では図 2 のような

明瞭な G ピークと 2D ピークが検出され、多層グラフェンの形成が確認された。島状部位

以外 B では基板に由来する SiO2のピークのみが検出された。このように、250℃での真空

加熱によって、グラフェンの形成が可能であることが示された。 

                      

Fig.1 Optical microscope image of the sample surface.        Fig.2 Raman spectrum at A in Fig.1 
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